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【57】申請專利範圍
1.　一種用於處理基板的多腔室處理工具，包含：
一設備前端模組(EFEM)，具有用於接收一或更多種基板的一或更多個載入埠；及
複數個自動化模組，彼此耦接並具有耦接至該 EFEM的一第一自動化模組，其中該等自
動化模組中的每一個包括一移送腔室及耦接至該移送腔室的一或更多個處理腔室，其中

該移送腔室包括用以保持複數個該一或更多種基板的一緩衝器，並且其中該移送腔室包

括用以在該緩衝器、該一或更多個處理腔室、及安置在該等自動化模組之一相鄰自動化

模組中的一緩衝器之間移送該一或更多種基板的一移送機器人，其中該一或更多個載入

埠包括用於接收一第一種基板的一或更多個第一載入埠及用於接收具有複數個小晶片的

一第二種基板的一或更多個第二載入埠，並且其中該等自動化模組中的每一個的該一或

更多個處理腔室包括一濕式清潔腔室、一電漿腔室、一脫氣腔室或一接合器腔室中的至

少一個，使得該多腔室處理工具包括至少一個濕式清潔腔室、至少一個電漿腔室，至少

一個脫氣腔室及至少一個接合器腔室。

2.　如請求項 1所述的多腔室處理工具，其中一第一自動化模組的該一或更多個處理腔室包
括一電漿腔室或一脫氣腔室中的至少一個，並包括一濕式清潔腔室，並且該等自動化模

組中的一最後自動化模組包括一或更多個接合器腔室，該一或更多個接合器腔室用以從

該第二種基板移除該等小晶片並將該等小晶片接合至該第一種基板上。
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3.　如請求項 1所述的多腔室處理工具，其中該至少一個濕式清潔腔室包括一第一濕式清潔
腔室，用於清潔該第一種基板，及一第二濕式清潔腔室，用於清潔該第二種基板，其中

該至少一個電漿腔室包括用於處理該第一種基板的一第一電漿腔室及用於處理該第二種

基板的一第二電漿腔室，並且其中該至少一個脫氣腔室包括用於處理該第一種基板的一

第一脫氣腔室及用於處理該第二種基板的一第二脫氣腔室。

4.　如請求項 1所述的多腔室處理工具，其中存在以下至少一種情況：該移送腔室為一非真
空腔室，或者該 EFEM包括具有一基板 ID讀取器的一掃描站。

5.　如請求項 1所述的多腔室處理工具，其中該等自動化模組包括具有一或更多個接合器腔
室的一或更多個自動化模組，該一或更多個接合器腔室安置在該第一自動化模組與一最

後自動化模組之間。

6.　如請求項 1至 5中任一項所述的多腔室處理工具，其中複數個自動化模組包括耦接至該
EFEM的一第一自動化模組，在一端處耦接至該第一自動化模組並在一相對端處耦接至
一接合模組的一第二自動化模組，在該接合模組的相對側耦接至該接合模組的一第三自

動化模組及一第四自動化模組，及在與該接合模組相對的一端處耦接至該第四自動化模

組的一第五自動化模組，其中該接合模組包括一緩衝器及一移送機器人。

7.　如請求項 1至 5中任一項所述的多腔室處理工具，進一步包含耦接至該等自動化模組中
之一最後自動化模組的一第二 EFEM，其中該等自動化模組以一線性配置佈置。

8.　如請求項 1至 5中任一項所述的多腔室處理工具，進一步包含耦接至該等自動化模組中
之一最後自動化模組的一第二 EFEM，其中該第二 EFEM包含複數個載入埠及一 EFEM
機器人；並且其中該等自動化模組以一 U型配置佈置。

9.　一種用於處理一基板的多腔室處理工具，包含：
一設備前端模組(EFEM)，具有用於接收一第一種基板的一或更多個第一載入埠，用於接
收具有複數個小晶片之一第二種基板的一或更多個第二載入埠，及一 EFEM機器人，用
於移送該第一種基板及該第二種基板；及

複數個自動化模組，彼此耦接並具有耦接至該 EFEM的一第一自動化模組，其中該等自
動化模組中的每一個包括一移送腔室及一或更多個處理腔室，該等處理腔室包含一濕式

清潔腔室、一電漿腔室、一脫氣腔室或一接合器腔室中的至少一者，該等腔室耦接至該

移送腔室，其中該移送腔室包括用於保持該第一種基板之一或更多個及該第二種基板之

一或更多個的一緩衝器，並且其中該移送腔室包括一移送機器人，該移送機器人用以在

該緩衝器、該一或更多個處理腔室、及一緩衝器之間移送該第一種基板及該第二種基

板，該緩衝器安置在該等自動化模組的一相鄰自動化模組中；及

其中該等自動化模組中之一第一自動化模組的該一或更多個處理腔室包括一電漿腔室或

一脫氣腔室中的至少一個並包括一濕式清潔腔室，該等自動化模組中耦接至該第一自動

化模組的一第二自動化模組包含一電漿腔室或一脫氣腔室中的至少一個，並且該等自動

化模組中耦接至該第二自動化模組的一第三自動化模組包含一或更多個接合器腔室，該

一或更多個接合器腔室用以從該第二種基板移除該等小晶片並將該等小晶片接合至該第

一種基板。

10.   如請求項 9所述的多腔室處理工具，其中該第三自動化模組包括兩個接合器腔室，其中
該兩個接合器腔室中的一第一接合器腔室用以移除並接合具有一第一尺寸的小晶片，並

且該兩個接合器腔室中的一第二接合器腔室用以移除並接合具有一第二尺寸的小晶片。

11.   如請求項 9至 10中任一項所述的多腔室處理工具，其中存在以下至少一種情況：該緩衝
器用以旋轉以對準該第二種基板，或者該移送機器人用於在該移送腔室內旋轉並線性移

動。

(2)
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12.   如請求項 9至 10中任一項所述的多腔室處理工具，其中該 EFEM機器人及該移送機器
人包括用於搬運該第一種基板的第一端效器及用於搬運該第二種基板的第二端效器。

13.   如請求項 9至 10中任一項所述的多腔室處理工具，進一步包含耦接至該等自動化模組中
的一最後自動化模組的一第二 EFEM。

14.   一種將複數個小晶片接合至一基板上的方法，包含以下步驟：
將一第一種基板載入具有複數個自動化模組的一多腔室處理工具的一設備前端模組(EFEM)
的一第一載入埠上；

使用一 EFEM機器人將該第一種基板移送至一第一緩衝器，該第一緩衝器安置在耦接至
該 EFEM的一第一自動化模組中；
將該第一種基板從該第一緩衝器連續地移送至一第一濕式清潔腔室以執行一清潔製程，

移送至一第一脫氣腔室以執行一脫氣製程以乾燥該第一種基板，移送至一第一電漿腔室

以執行一電漿蝕刻製程以從該第一種基板移除不需要的材料，及移送至一接合器腔室；

使用該 EFEM機器人移送具有複數個小晶片的一第二種基板至該第一緩衝器；
將該第二種基板從該第一緩衝器連續地移送至一第二濕式清潔腔室以執行一清潔製程，

移送至该第二脫氣腔室以執行一脫氣製程以乾燥該第二種基板，移送至一第二電漿腔室

以執行一電漿蝕刻製程以從該第二種基板移除不需要的材料，及移送至該接合器腔室；

將該等小晶片中之至少一些在該接合器腔室中從該第二種基板移送至該第一種基板；及

將該等小晶片中之至少一些接合至該接合器腔室中的該第一種基板。

15.   如請求項 14所述的方法，進一步包含以下步驟：
使用該 EFEM機器人在將該第一種基板及該第二種基板移送至該第一緩衝器之前，移送
至該 EFEM中的一掃描站，以記錄識別資訊以基於該識別資訊決定製程步驟。

16.   如請求項 14所述的方法，其中並行處理該第一種基板及該第二種基板。
17.   如請求項 14所述的方法，其中在該多腔室處理工具中並行處理多個第一種基板及多個第

二種基板。

18.   如請求項 14至 17中任一項所述的方法，進一步包含以下步驟，
將該第一種基板移送至一第二接合器腔室；

將該第二種基板中的一第二基板移送至該第二接合器腔室，其中該第二種基板中的該第

二基板包含具有一不同於該等小晶片之尺寸的複數個第二小晶片；及

將該等第二小晶片中之至少一些移送至該第一種基板上。

19.   如請求項 14至 17中任一項所述的方法，其中該等小晶片沿一第一層小晶片佈置在該第
一種基板上，並進一步包含以下步驟：

將具有該第一層小晶片之該第一種基板移送至該第一電漿腔室以執行一補充電漿蝕刻製

程，以移除不需要的材料；

將該第一種基板移送至該接合腔室或一第二接合腔室；及

將來自該第二種基板之該等小晶片及來自該第二種基板之一第二基板的複數個第二小晶

片，移送至該接合腔室或第二接合腔室中的該第一層小晶片上。

圖式簡單說明

上文簡要概述並在下文更詳細論述的本發明的實施例可以藉由參考附圖中繪示的本發明

的說明性實施例來理解。然而，應當注意，附圖僅示出了本揭示案的典型實施例，因此不應

被視為限制其範圍，因為本揭示可以允許其他同樣有效的實施例。

第 1圖繪示根據本揭示案之至少一些實施例的用於將小晶片接合至基板的多腔室處理工
具的示意性俯視圖。

第 2圖繪示根據本揭示案之至少一些實施例的用於將小晶片接合至基板的多腔室處理工
具的示意性俯視圖。

(3)
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第 3圖繪示根據本揭示案之至少一些實施例的用於將小晶片接合至基板的多腔室處理工
具的示意性俯視圖。

第 4圖繪示根據本揭示案之至少一些實施例的以 T型配置佈置的用於將小晶片接合至基
板的多腔室處理工具的示意性俯視圖。

第 5圖繪示根據本揭示案之至少一些實施例的以 U型配置佈置的用於將小晶片接合至基
板的多腔室處理工具的示意性俯視圖。

第 6圖繪示根據本揭示案之至少一些實施例的第二種基板。
第 7圖繪示根據本揭示案之至少一些實施例的簡化自動化模組或大氣模組主機的等軸視

圖。

第 8圖繪示根據本揭示案之至少一些實施例的用於將小晶片接合至基板的方法的流程圖。
第 9圖繪示根據本揭示案之至少一些實施例的用於將小晶片接合至基板的多腔室處理工

具的示意性俯視圖。

第 10圖繪示根據本揭示案之至少一些實施例的用於將小晶片接合至基板的多腔室處理工
具的示意性俯視圖。

為了便於理解，在可能的情況下，使用了相同的元件符號來表示圖中常見的相同元件。

圖式並未按比例繪製，並且為了清晰起見可以簡化。一個實施例的元件及特徵可以有益地併

入其他實施例中，而無需進一步敘述。
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